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конфигурации [16]. Тем не менее наличие пиков 446,1 и 610,1 см–1 позволяет надежно идентифициро-
вать образование фазы рутила, а рост интенсивности указанных пиков свидетельствует об ожидаемом 
увеличении процента его содержания в пленке TiO2 после отжига при температуре 850 °С. Косвенно 
это подтверждается уменьшением интенсивности пика ∼145 см–1, так как эта линия ярко выражена для 
анатаза и в значительно меньшей степени – для рутила [16]. 

Обобщая анализ спектров КРС, можно утверждать, что при температуре отжига 550 °С вне зави-
симости от концентрации темплата формируется покрытие, состоящее преимущественно из анатаза 
с небольшой примесью рутила, а повышение температуры отжига до 850 °С приводит к значительному 
росту концентрации рутила в пленке. 

Идентификацию углеродной фазы в рамках данного эксперимента не проводили, поскольку физико-
химические процессы термического разложения тиокарбамида предполагают его полное разрушение, 
а получаемый из него пиролитическим разложением графитоподобный нитрид углерода ( g-C3N4) начи-
нает ускоренно разлагаться уже при температуре 560 °С вплоть до полной деструкции при температу-
ре 750 –760 °С [17]. Во всех зарегистрированных спектрах КРС для отожженных при температуре 550 °С 
образцов характерные для g-C3N4 (включая разупорядоченный g-C3N4 ) линии не выявлены [18]. Отсут-
ствие сигнала графитоподобного нитрида углерода требует дополнительных исследований химических 
превращений в системе CS(NH2 )2 – TiO2 для установления возможного катализирующего влияния фазы 
анатаза на разрушение g-C3N4 при температуре выше 450 °С. 

Рис. 1. Поверхности пленок на образцах 3 и 6,  
сформированных из суспензий с максимальной концентрацией тиокарбамида

Fig. 1. Images of the surfaces of samples 3 and 6  
formed from suspensions with a highest concentration of thoicarbamide

Рис. 2. Спектры КРС пленок TiO2 на монокристаллическом кремнии после отжига  
при температуре 550 °С (образцы 1–3) и 850 °С (образцы 4 – 6)

Fig. 2. Raman spectra of TiO2 films on monocrystalline silicon after annealing  
at temperature of 550 °С (samples 1–3) and 850 °С (samples 4 – 6)


